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１．概要（Summary） 

近年、省エネルギー化が図れるシリコンカーバイド

(SiC)パワーデバイスが注目を浴びており、プロセス

技術の研究が盛んに行われている。我々はこれまでに

n 型 SiC 上に Si 層を堆積させた後に加熱処理をする

シリコンキャップアニール(SiCA)を行うことで、Si

層を除去した後もオーミックコンタクトが得られる

ことを報告している。本研究では、広島大学ナノデバ

イス・バイオ融合科学研究所の設備を利用してコンタ

クト抵抗を測定するための TLM（Transfer Length 

Method）電極の形成にマスクレス露光装置を使用して

SiCA の昇温速度 Rr がコンタクト特性に与える影響

を調査した。その結果、Rr を小さくすることでコン

タクト抵抗率が低くなることが分かった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

 n 型 SiC 基板(抵抗率 0.02 Ω⋅cm)の Si 面を用いて実

験を行った。RCA 洗浄、フッ酸処理後、RF スパッタ装置

により基板温度 300℃で a-Si層を約 25 nm堆積した。そ

の後、Ar 雰囲気中で a-Si の結晶化アニールを到達温

度 1280℃で行った。この時、Rrは 1, 2, 13, 30 ℃/s の

間で変化させた。その後、70 ℃の TMAH により Si 層を

除去し、真空蒸着法によりAlを蒸着後、マスクレス露光装

置を用いたフォトリソグラフィプロセスによりTLM電極を形

成しコンタクト抵抗の評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1 に各 Rr における表面 SEM 像の結果を示

す。Rr が小さくなるほど Si 層の凝集密度が低くなり、

ドットが大きくなるという結果が得られた。また、

TLM 解析により求めたコンタクト抵抗率は Rr = 1, 2, 

13, 30℃/sに対しそれぞれ9.2、9.1、9.9、11×10-4 Ωcm2

となった。さらに、SPring-8 の放射光を利用した硬 X

線光電子分光測定による解析より、Rr を小さくしてい

くほど、結合エネルギーが表面において最大 0.69 eV 

高エネルギー側へシフトしていることが示唆され、

SiCA によって SiC 表面の障壁厚さが減少してコンタ

クト抵抗率に影響を与えている可能性があることが

分かった。 

Fig. 1 Surface SEM image of SiCA annealed 

surface with ramp rate of 30 oC/s, 2 oC /s and 1 oC /s. 
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